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摘要(译)

通过简便的化学沉淀法合成高质量的非化学计量的NiO x 纳米粒子。 
NiO x 薄膜可以作为有效的p型半导体或空穴传输层（HTL），无需任何
后处理，同时提供从室温到150°C的宽温适用性。用于演示在潜在的应用
中，使用NiO x HTL在有机太阳能电池中实现了高效率。与使用
PEDOT：PSS的器件相比，获得了基于NiO x 的有机发光二极管的更好
性能。在室温下溶液处理的NiO x 半导体可以有利于大面积和柔性光电子
的广泛应用。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/827ec8eb-2eb5-4906-8ac7-e4e2099f5ade
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058524390/publication/US2017110679A1?q=US2017110679A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170110679%22.PGNR.&OS=DN/20170110679&RS=DN/20170110679

